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Un oircuito biestable es el que tiene dos situa-
ciones de equilibrio y se puede desviar, cambiar o paser
de una de ellas a la otra, rédpidamente., Aperatos tales co—
mo transf%ores, con un factor de amplificacién de corrien~
te superior a 1, se prestan para aplicaciones en circuitos
biestables, El factor de amplificacidn de corriente, o al-
fa, de un transistor es la relacidn entre sus corrientes
de colector y de emisor, Conectando uns impedencie rele~
tivamente grande al electrodo de base de un transistor con

factor de emplificacibn de corriente superior & 1, se ob-
tiene una caracteristica de transistor de entrada con une
regién de resistencia negativa. Teles circuitos con tran-
sistor e impedancia de base se describen, por ejemplo, en
le patente de los Estados Unidos, n2 2,629,833, otorgade
& R.L., Trent el 24 de febrero de 1953. ' 4

Dos cleses admitidas de transistores son los de
contacto de punto, de los cuales son ejemplo los descritos
en la patente estedounidense n2 2,524,035, otorgada el 3
de octubre de 1950 a J, Bardeen y W.H,Brattein, y los de
emaims, como los resefiados en la patente estadounidense
ne 2,569,347, otorgada el 25 de septiembre de 1951 a W,
Shockley., ILos transistores de contacto en punta, tiensen
un factor de amplificacién de corriente mayor de 1, y los
de empalme lo tienen menor de 1. ,

Los transistores de las dos clases se dividen
tembién por su tipo de conﬂuctivida&, siendo los trensis~
tores de empalme NPN, por ejemplo, opuestos & los PNP,

Los trensistores de empalme de tipos de conductividad opues
tos se pueden interconectar pare componer un aparato tran-

sistor combinado, con factor de amplificacién de corriente
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superior a 1, y que puede aplicerse en Vez del transistor

de contacto en punta & circuitos biestables, Tales tran-
sistores combinados se describemn, por ejemplo, en la paten-
te de los Estados Unidos n¢ 2,655,609, otorgade & W.Shock-
ley el 13 de octubre de 1953,

Un objeto general de esie invento es proporclo-
ner un repetidor combinado perfeccionado con factor de am-
plificacién de corriente superior a 1, para que, con una
impedancia de tmse, pueda utilizarse como elemento de re-
sistencia negativa en un circuito biestable,

| Otro objeto general de este invento es obtener
caracteristicas de funcionamiento nuevas y perfeccionades
para elementos de oircuito provistos de transistores,

Otros objetos mis concretos de este invento con-
sisten en obtener factores de amplificacién de corriente
relativamente altos, pero regulados, y también ocorrientes
de fuge y disipaciones relativamente bajes para repetido-
res combinados provistos de transistorss de empalme,

Otro objeto especi{fico de este invento es propor-
cionar un repetidor combinado con factor de amplificacidn
de corriente sjustable,

De conformidad con una forma ilustrativa de rea-—
lizacidn de este invento, un par de transistores de empal-
me, de tipos de conduevtividad opuestos, se interconectan
con la base de cada transistor ecoplade al colector del -
otro. ILos transistores de empalme interconectados, con
dos impedancias, se conectan como una combinacién de ter—
minal triple, ﬁn terminal estéd conectado al emisor de uno
de loe transistores; otro, a la base del mismo transistor,
¥ les dos impedancias conectan respectivamente la tase y

el emisor del otro transistor &l tercer terminal, =Bl 4is~
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positivo de terminel triple, que comprende las dos impe~
dancias, sirve para proporcionar un factor de amplificacién
de corriente mayor de 1,

Une ceracteristice de este invento se refiere a
la disposicién de dos impedancias conectadas como parte del
aparato combinsdo, Las dos impedsncias regulaen el alfa com
puesto y reducen las corrientes de fuge, de modo que la di-
mensién del glfa de los transistores de empalme utilizados
en el aparato no se limite por ello,

Otra caracteristicea de este invemto se relaciona
con medios para ajustar fédcilmente el alfa compuesto del
aparato transistor combinedo,

Otra caracter{stica del invento ataiie a le utili-
zacibn del sparato combinado como elemento de resistencia
negativa en un circuito biestable,

Otra caracteristica mds de este invento se refie-
re a medios incluidoe en el aparato combinado para diemi-
nuir el intervalo de conexifn del circuito biestable, Ia
impedancie conectada desde el terminal de salida del apara-
to combinado al electrodo de base de uno de los transisto-
res de empalme comprende un inductor que sirve pare aumen-
tar el factor compuesto de amplificacidn de corriente del
aperato durante la conexién. ILa gran amplificacién trensi-
toria de corriente se traduce en un intervalo de conexién
relativamente corto,

Otra ceracterfstica de este invento concierne &
medios para reducir el factor de amplificacidén de corrien-~
te durante el intervelo de desconexién, EL inductor sir—
ve pars mantener la corriente de derivacifdn a fin de redu~
cir efectivamente el factor de amplificacién de corriente

durante el intervelo de desconaxién,
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Otros objetos y caracteristicas del invento se
apreciarén por la iectura de la descripcién siguiente, con
referencia al plano, en el que representent |

La figure i, un circuito del aparato transistor
combinado de este invento,

La figure 2, una seris de curvas que ilustran el
funcionamiento de los aparafos transistores combinados de
este invento, En ésta figure las ordenades representan vol
tios y‘las abcisas.miliamperios.

Ia figura 3, un esquema del circuito biestable
de transisfores de este invento,

Segtin el dibujo, el trensistor de terminel triple
repregsentado en la figura 1 comprende un par de transisto—-
res de empalme 10 y 11, de tipos de conductividad opuestos,
El transistor 10 es un transistor de empaslme PNP, con emi-
sor 13, colector 14 y base 15; y el transistor 11 es un
transistor de empalme NPN, con emisor 16, colector 17 y ba—
se 18, Los dos transistores 10 y 11, que se prefieren de
ceracterf{sticas de funcionamiento similares en subetancia,
salvo, como es natural, la diferenciae de polaeridades, es-
tdn conectados entre tres terminales 21, 22 y 23, El emi=-
Bor 13 y la base 15 del trahsistor 10 estédn conectados res-
pectivamente a los terminales 21 y 22, y el emisor 16 y la
bese 18 lo estén respectivamente al terminal 23, por inter—
medio de los reostatos 20 y 19, |

Los terminales 21, 22 y 23’funcionan respectiva-
mente como emisor, base y colector del eparato transistor
combinedo o de conexién en cadena expuesto en la figuras 1,
A continuacién se describen ejemplos de co;exiones exterio—-
res de circuito a los terminales 21, 22 y 23, representadas
en la figura 3. Bl factor compuesto de amplificacién de
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frecuencia, o relacién entre la corriente de colector (la
gue pasa por el terminal 23) y la de emisor (la gque pase
por el terminal 21) del eparato es mayor de 1, aunque los
factores intrinsecos de amplificacidn de corriente de los
transistores de empalme 10 y 11 sean menorses de 1, EL fac~
tor compuesto de amplificacién de corriente del aparato com
binado expuesto en la figura 1 esté reguledo por los reés-
tatos 19 y 20, S1 el redstato 19 se ajuste para oponer una
resistencia infinita, o circuito abierto, y el reédstato 20
se ajusta pera oponer une resistencia cero, o corto circui-
t0, el emisor 16 del transistor NPN 11 se convierte funcio-
nalmente en colector del aparéto combinado, Cusndo los
rebstatos 19 y 20 estén asl ajustedos, es como si no exis-
tiesen funcionelmente en le combinacién, Cuando se ajustan
de este modo los refstatos 19 y 20, el aparato combinado
canstituye un transistor equivalente, con un factor compues-

to de amplificacifn de potencia slfa dado por la relacién

alfa = alfa (10
- a

donde alfa (10) es el factor de amplificacién de corriente
del transistor 10, y alfa (11), el factor de amplificacién
de corriente del trensistor 11, Es evidente que el alfa
compuesto es mucho mayor que alfa (10) o alfa (1ll); por ejem
plo, si alfa (10) y alfa (11l) son igueles a 0,9, el alfa
campuesto es igual a 9, EL alfe compuesto se hace mayor &
medida que el alfea del transistor 11 se acerca a 1,

Gon los redstatos 19 y 20 efectivamente fuera del
cirouito, como se describe antes, la corriente de fuga to-
tal del apasrato combinedo viene dada por la relacién

_JIco (10) + Ico (11)
1 - alfa (11)

corriente de fuga total =

donde Ico (10) e Ico (11) son, respectivamente, las corrien
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tes de fuga de los transistores 10 y 11, Es evidente, pues,
que la corriente total de fuga serfa muy elevada si el fac-
tor de amplificacién de corricnte o alfa del transistor 11

se aproxima & 1,

Las dos caracterigticas, alfe compuesto y corrien
te total de fuga, imponen limitaciones al factor de ampli-
ficacién de corriente del transistor 11 cuando los rebsta-
tos 19 y 20 se ajustan del modo descrito antes, pars opo-
ner respectivamente impedancias infinita y cero, Pera apli
cacliones en circuitos biestables, el alfa compuesto debe
estar comprendido entre 1, 6 y 4, y la corriente total de
fuge ha de ser menor de 1 miliampere, Si el alfa compues-
to es mucho menor de 1,6, un circuito biestable que com-
prenda el aparato combinado no puede pasar fécilmente de
une situacibén a otra, y en realidad deja de ser un circui-
to blestable, Si el factor compuesto de emplificacidn de
corriente es meyor de 4, la corriente reajustada necesaria
pare paser el circuito biestable de su posicién de corrien~—
te elevada & la de corriente bgja es casi fan grande como la
corriente de carga, Por ejemplo, la corriente reajustada '
necesarie para un circuito biestable que utilice un apara-
to combinado con factor compuesto de amplificacién de co-
rriente 9, es 8/9 de la corriente total de colector,

Ademds, si la corriente total de fuge pesa de 1
miliampere, lea disipacién en los transistores 10 y 11 ¥ en
los componentes del circuito asociados que muestra la fi-
gura 3 es, desde luego, relativamente grande, y se compro-
mete la biestabilidad, Este se hace imposible con corrien-
tes grendes de fuga conjugadas con alfae compuesto elevado,
porque el circuito biestable se desvie autondt icamente a
una situacifn de corriente alta, La fuga grande restituye
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sutomdticamente el circuito a uné situacién de elevada co-
rriente después de terminsr un impulso reajustado,

Por estas razones, cuando los reéstatos 19 y 20
no estén incluidos en el aparato combinado, el factor de
amplificacién de corriente del transistor 11 debe limitar—
ge a un velor inferior & 0,75, Los rebstatos 19 y 20 ajus-
tan el factor compuesto de amplificacidn de corriente y re-
ducen le corriente total de fuga y la corriente reajustada
necesaria, de modo gque no se restringen las magnitudes de
los factores de smplificascidn de corriente de los transis-
tores 10 y 11,

El refstato 19 deriva parte de la corriente de
colector del transistor 10 en torno del transistor 11, Més
concretamente, la corriente de colector del transistor 10
se lleva a un circulto paralelo de dos ramas, una de ellas
consistente en el empalme "base a emlsor" del transistor 11,
en serie con el refstato 20, y la otra formade por el reds-—
tato 19, La porcién de cbrriente de colector del transis-
tor 10 que pasa por el redatato 19 no es amplificada por el
transistor 11, Ademés, parte de la corriente de colector
del transistor 11 se derivae a través del refstato 19, en
vez de pasar amplificada al emisor 16 del traansistor 11,
Parte de las corrientes de colector del transistor 10 y del
transistor 11 se substrae de este modo a la amplificacién
por el transistor 1l. ILa cuantia de estas corrientes des-
viadas se regule por la magnitud de la resistencia opuesta
por el rebstato 19, Cuendo menor resistencia opénga el reés
tato 19, mayores serén las corrientes derivadas y menor el
factor compusesto de amplificacién de corriente del aperato
combinado,

Pste sistems de derivacién no sflo reduce el fac-
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tor de amplificacibn de corriente del a.pafato combinado,si~
no que regula eficazmsnte la corriente total de fuga del
mismo, Parte de las corrientes de fuga del traasistor 10
y del transistor 11 se deriva por el redstato 19 al termi-
nal 23, en vez de pasar amplificadas por el transistor 11
al terminal 23, Cuando el aparato combinado se encuentra
en situacién de baja corriente, el efecto del rebstato 19
sobre el factor compuesto de amplificacién de corriente y
la corriente total de fuge viene reforzedo por la resisten~-
cla relativamente clevada gque opone el empalme de enmlsor
del transistor 11, #n la situacién de baja corriente, la
resistencia opuesta por el empalme de emisor del transis—
tor 11 es grande, de manera que una eslevada proporcién de
las corrientes de colector de los transmisores 10 y 11 se
derive & través del rebstato 19, Pero cuando el aparato
combinado se halla en una situseién de corriente alta, el
empelme de emisor del transistor 11 opone una impedancia
my baja, de modo que se deriva una proporcién menor de las
corrientes de colector de los. transistores 10 y 11 a través
del rebstato 19, 4sf, el factor de amplificacién de co=-
rriente del aparato combinado es pequefio cusndo este apara-
to se hallae en situacién de escasa corriente, y mayor custn=
do se encuentra en situscién de corriente intensa, La ele-
veda impedancie del empalme de emisor & niveles bajos de
corriente hace el factor compuesto de amplificacifn de co~-
rriente del aparato combinado miyy aproximedamente igual al
factor de amplificacién de corriente del transistor PNP 10.

Como la impedencia del empalme de emisor del tran
gistor 11 es muy pequefia & niveles altos de corriente, el
redstato 19 estéd derivado por una impedancia muy pequefia si

el rebstato 20 se justa para presentar una conexién de cor-
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$0 circuito del emisor 16 al teminal 23, Como antes se ha
descrito, no s8lo es necesario limitar la magnitud del fac-
tor compuesto de amlificacién de corriente & niveles bajos
de corriente, a causa de los efectos de corriente de fuga,
sino tawbién a niveles altos de corriente, pare limitar la
megnitud necesaria de corrieuntes reajustedas, El redstato
20 fije el valor méximo del factor compuesto de amplifica-
eibn de corriente & niveles de corriente elevados, y lo he-
ce porque introduce en el circuito de emisor del transistor
una impedancia paralelas al trayecto & través del refstato
19, Por tanto, algunes de las corrientes de colector de
los trahsistores 10 y 11 son derivedas a través del reds-
tato 19 a niweles altos de corriente, y también a niveles
bajos., Incluso con el redstato 20, la proporcién de co- '
rrientes de colector derivades a través del reéstato 19 e
niveles altos de corriente es menor gque la de corrientes
derivadas por el rebstato 19 a niveles bajos, causa del cam-
btio de impedancia del empalme de emisor del transistor 1ll,

El refatato 20, ademds de fijaxr el méximo factor
compuesto de amplificacién de corriente a niveles elevados,
contribuye a reducir las corrientes de fuga, la impeden=—
cia agregada en el cirouito de emimor del traunsistor 1l ha~-
ce que pase por el redstato 19 una proporcién mayof de las
corrientes @e colector de los transistores 10 y 11, A tem-
peraturas reletivamente altes, se reduce le impedancia opues
ta por los empalmes de emisor de los transistores citados.
Por consiguiente, el refstato 20 desempefia una funcién im-
portante al mantener reducidas las corrientes de fuga a tenm
peraturas ambientes algo elevadas,

Ie disipacién total de potencia del eaperato com—

binado es muy pequefia, por pasar corrientes bejas por los
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circuitos de base muy resistentes de los transistores J..v
11, Cuando los rebstatos 19 y 20 se incluyen en el aparato
gombinade, la disipacién es menor para niveles bajos de co-
rriente, para niveles &ltos, y también durante los efectos
transitorios; y es menor porque parte de la corriente que
pasaria por la base 15 o por la base 18 en condiciones nor-
males se desvia a través del reéstato 19,

El gparato combinado de la figura 1 puede utili-
zarse deantro de un circuito biestamle expuesto en la figu-
ra 3, Los terminales 2L, 22 y 23 de esta figura son simi-
lares a los que en la figure 1 llevan esos nimeros, Este
apareto combinado de la figura 3, en la porcién comprendi-
da entre los terminales 21, 22 y 23, es una modificacién
del ya descrito y representado en la figurae 1, Cuando se
utiliza este dltimo en el circuito biestable de la figura
3, proporciona una caracteristica de resistencia negativa
del tipo expuesto en la figura 2,

Le ocaractoristica negativa tiene una regién H de
resistencia positiva y baja corriente, una regién A de re-
gistencia negativa, y una regién D de resistencia positiva
¥ elevada corriente, Las curvas By C llustran las veris-—
ciones de la regién de resistencia negativa por efecto del
ajuste de los redstatos 19 y 20, ZEL circuito biestable re-
presentado en la figura 3 tiene dos situaciones de equili-
brios una en el punto G de la rezién H de resistencia po-
sitive y baja corriente, y otra en el punto E de la regién
de resistencia positiva y cqrr.i.ente elevada, ILos puntos
Gy B estdn en la linea de carga J del emisor, que inter-
seca le caracterfstica de resistencia negative por los pun-
tos G, Ky B, Las caracterf{sticas de resistencia negati-

va difieren de las caracteristicas ordinarias de resisten-
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cia negativa de un transistor en que la porcién de corrien~
te baja de emisor en la regidén A, es relativemente horizon—
tal. La regidn A de resistencia negativa es relativamente
horizontel pera corrientes bajas de emisor porque el apara-
to combinado tiene un factor de amplificacién de corriente
miy bajo a nivelss bajos de corriente, segin queda explice-
do. El efecto del faotor reducido de amplificacién de co-
rriente a niveles bajos, o de la porcién horizontal de la
ceracterfstica, es una degradacién de la sensibilidad de
conexifn., Como se expone mAs adelante, el empleo de uns
impedancia inductiva en vez del refstato 19 como via de de~
rivacién para las corrientes de colector de los transisto~
res 10 y 11 compense la degradacién de la sensibilidad de
conexibén, y proporciona una regién de reéistencia negativa
pefialada por la curvﬁ de trazos P y parte de la regién A.
El aparato combinado expuesto en la figura 3 es
simil ar al de la figure 1, salvo que el némero 19 designa
un circuito ajustable en vez de un reéstato. EL electrodo
de base 18 del transistor 11 estd conectado, a través del
inductor 26 y le resistencia 27, al terminal 23, y el induc
tor 26 y la resistencia 27, conectadas en serie, esién de~
rivados por la resistencia 28, ElL inductor 26 nmsjors le
sensibilidad de conexién haciendo relativamente alto el fac-
tor compuesto de amplificacién de corriente durante el efec-~
to transitorio de conexién, BEn este intervalo, el inductor
26 opone una gran impedancia, de modo que es macho mayor la
proporcibn de las corrientes de colector de los transisto-
res 10 ¥y 11 que se amplifican a través del transistor 11, y

se necesita menos corriente de entrada para desviar o cam—

. bler la situscién del circuito biestable, Cuando cesa el

efecto transistorio, el inductor 26 vuelve a ofrecer una
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impedancia baja para poder derivar del transistor 1l una ma-
yor proporecién de corrientes de colector, De este modo, el
inductor aumenta el alfa compuesto del aparato durante el
intervalo de conmitacibn, y reduce el intervalo de conexién,
Bs importante que el factor de ampl}ificacién de corriente
del aparsto combinado esté relativamente alto durante el
cambio, pare reducir el intervalo de paso del aparato com=—
binado de una situacibén de corriente a otra. Ia resisten-
cia 28 tiene el doble objetivo de disipar los efectos tran-
sitorios prOVocédos en el inductor 26 y de limitar el fac—-
tor compuesto momenténeo de amplificacibn de corriente pare
que no sea excesivo, Esta dltima funcién es necesaria a

fin de evitar que el circuito biestable sea sensible hasta

- el punto de reaccionar a captaciones inductivas,

El inductor 26 no afecta al factor de amplifica—~
oién de corriente durante una situecién firme, En conse~-
cuencia, el factor efectivo de amplificacibn de corriente
para corrientes de fuga se mantisne bsajo,

El circuito biestable representado en la figura 3
se establece por un impulso de entrada suministrado a tra-
vés del terminel de entrada 30 y el condensador de acopla—
miento 31 al terminal 21 del epsrato combinado, El termi-
nal 21 estd conectado a tierra a través dél varistor 33,
derivedo por la resistencia 34, ElL varistor 33 deriva im-
pulsos negativos por el terminal 30 a tierra, y la resis-
tencia 34 funciona como parte de un cireuito polarizante

para el aparato combinedo., BHEste circuito poiarizante com~—

‘prende el genersdor de tenaién 35 de + 6 volts, conectado

a través de la resistencia de base 25 al terminal 22 del
aparato eombinado, Bl emisor 13 del transistor 10 estéd nor-~

melmente polarizado a la inversa respecto a la base 15 del
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transistor 10 en 6 volts, por efecto de la disposicién po-

larizante, Por tanto, el ilmpulso de entrada ha de ser na~
yor de 6 volts para vencsr esta polarizacidn y pasar el
circuito biestable de su situacién de baja corriente a la
de corriente elevada,

El circuito biestable recibe impulsos reajustados
por el terminal 37, ol condensador de acoplamiento 38 y el
veristor 39, que ven al terminal 22 del aperato combinado.
HL veristor 39 se polariza a la inversa cuando el circuito
se halla en situacién de equilibrio de baja corrisnte, por
su conexién a través de la resistencia 40 con tierra, por
un lado, y & través de la resistencia 25 con el generador
de tensién 35 de + 6 volts, por otro.

Bl inductor 26 reduce el factor compuesto de am-—
plificacién de corriente durante el intervalo de descone~
xién, por mantensr la corriente de derivacién a través del
sistems ajustable 19, XL inductor 26 desempeiia as{ una fun-
cién doble, pues aume,n.t.a el factor de amplificacién de co=
rriente durante el intervalo de conexién, y lo disminuye
durente el intervalo de desconexién, ILa reduccién del fac-
tor de amplificacién de corriente durante el intervalo de
desconexiln permite utilizar corrientes reajustadas meno-
res para reajustar el circuito biestable,

' Un ejemplo de realizacién de este invento compren-
de los siguientes pardmetros de circuito:

Trensistor 10 - W,B.1868, alfe = 0,99

Prensistor 11 - ¥.E.1853, alfa = 0,99

Re8stato 20 - ajustado a 20 ohms,

Resistencia 25 - 3,000 ohms,

Inductor 26 = 300 microhenries

Rebstato 27 - ajustado a 60 ohms,
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Resistencia 28 = 500 ohms
Gondensedor 31 - 0,01 microferad
Resistencie 34 -~ 51,000 ohnms
Baterfia 35 - + 6 volts
Condensador 38 - 0,05 microfarad
Resistencia 40 - 10,000 ohus
Resis~tencis 41 - 1,600 chms

Baterfa 42 - = 16 volts,

Con los pardmetrss de circuito precedentes, el
eperato combinado tiecne factores de amplificacién de co-
rriente eproximados de 1,03, 3 y 10, respectivamente, en
le situacidén de baja corriente, en la de alta corriente y
en le de transicién del circuito biestable, Con los reds—
tatos 19 y 20 ajustados segfin se indica, la disipacién en
los transistores 10 y 11 es asproximademente 1/4 de la disi-
pacifn en los mismos cduendo tales redstatos no se incluyen
en el circuito, En otras palebras, los redstatos 19 y 20
reducen materialmente la ﬁisipacién en los transistores 10
¥y 11,

El presente invento no se limita, desfle luego, &
los indiocados pardmetros ni a la configuracién particular
de circuito aqui expuesta,y debe entenderse que las dispo=-
siciones descritas son simplemente ilustrativas de la apli-
cacifn de los principios de este invento, Los entendidos
en la materia pueden idear muchaes otras disposiciones sin

apartarse del espiritu y alcance del invento,

——m g N 0 T A e

Se reivindica como objeto de esta patentes

l,- Aparafo regulador de un circuito eléctrico
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de tres terminales, gue comprende un par de transiatores’
(10, 11) de tipos opuestos de conductividad, cade uno de
ellos con una base (15,18), un emsor (13,16) y un col ec-
tor (14,17); caracterizado por medios que conectan la base
de cada transistor con el colector del otro transistor;una
primera corexién (21) con el emisor (13) de uno de los tran-
sistores (10); una segunda conexién (22) con le base (15)
del citado trensistor (10); uﬁa impedancia conectada a la
base (18) del segundo transistor (1l); una impedancie (20)
conecfada al emlgor (16) del segundo trensistor (11); y una
tercera conexién (23) ccmin a la citada impedancia de base
(19) y & le impedancia de emisor (20),

2.~ Aparato segin la reivindicacién 1, carzcte-
rizado porque la impedancia de base (19) estéd dispuesto
pera derivar parte de la corriente de colector de cade uno
de los tresnsistores, desviéndola‘del enxigor (16) del segun-
do transistor (11), y la impedancia de emisor (20) se em~
plea para limiter la relacién entre las corrientes desvia~
das y le corriente que pase por el menclonado emisor (16)
del‘segundo transistor (11).

3.~ Apesrato segin cualquierz de las reivindice-
ciones precedentes, caracterizado porque uno de los transis-
tores (10) es de empalme PNP, y el otro transistor (11) es
de empalme HPN,

4,~ Aparato segun cualguiera de las reivindica~
ciones precedentes, caracterizado porque la impedencia de
bass (19) comprende un inductor (Zés conectado a la base
(18) del segundo traasistor (11).

5.~ Aparato seglin cualiulera de las reivindica-
ciones precedentes, caracterizado porque la impedancie de

emisor (20) se dispone principalmente para reducir el fac—
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tor de amplificacién de corriente del aparato a niveles al-
tos de corriente, y la impedancia de base (19) se emplea
sobre todo para reducir la corriente de fugae & través del
segunfo trensistor (11),

6.~ Aparato seglin la reivindicacién 4, caracte-
rizado por comprender una resistencia (27) conectads en se~
rie con el citado inductor (26),

7.~ Aparato segin la reivindicacién 6, caracte-
rizado porque la impedancia de. base (19) comprende una re-
sistencia (28) que pone en derivacién el inductor (26) ¥y la
resistencia (27) conectados en serie,

8.,- Aparato segén cuslquisra de las reivindica-
ciones precedentes, con doe situaciones de conexibn y des-
conexién, carmeterizado porque la impedancia de base (19)
se dispone para proporcionar un factor de amplifiocacidn de
corriente mds alto durante el intervalo de conexifn del apa~
rato que durante las situaciones de desconexién y de cone~
xién del aparato,

9.~ Aperato segtin la reivindicacién 1, caracte-
rizado porque la impedancia de base (19) es gjustable para
regular el factor de amplificacién de corriente del apara~
to,

10,~ Aparsto. segin la reivindicacién 1, caracte-

rizado porque la impedancia de base (19) es ajustable para

regular la corriente de fuge a través del segundo transis~
tor (11),

11,- Aparato segfn la reivindicacién 1, oceracte-
rizado porque la impedancie de base (19) se dispone pera
ajustar el factor de multiplicacibn de corriente de dicho
aparato & niveles bajos de corrisnte,

12,~ Aparato sezfn cualquisra de las reivindica-
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ciones precedentes, aplicado & un Zr% 1 5 @’c@de, cars

terizado por une resistencie de reaccién (25) conecteda &
la base (15) del primer transistor (10); une disposicién
poldrizente (34, 33, 35) para el emisor (13) ¥ la base (15)
del primer transistor (10), y elementos polarizadores (42,
41) conectados a la base (18) del segundo transistor (11)
& través de la impedancia de base (19); siendo el primer
terminal (21) de entrada, y el tercer terminal (23), de sa-
lide,

13.- "Aperato regulador de un circuito eléctri~-
co de tres termi:;alea'".

Este memoria consta de dieciocho pégines escri-

tas a una sola ocara,
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